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[はじめに] SiO2/SiC 界面には多くの界面欠陥が存在し、伝導帯端近傍に高密度で分布する界面欠

陥がチャネル移動度を大きく劣化させていると考えられている[1]。我々はこれまでに試料の容量

特性分布を測定可能な走査型非線形誘電率顕微鏡（SNDM）と界面準位密度（Dit）分布を評価可

能な局所 DLTS 法を用いて、SiO2/4H-SiC 界面に容量特性及び Ditの斑模様があることを明らかに

した[2]。一方前回の秋季応用物理学会において、低温から室温での局所 DLTS計測による Ditのエ

ネルギー分布を評価し、SNDM像と局所 DLTS 像の相互相関係数が低温で僅かに増加したことを

報告した[3]。今回デバイスシミュレーションを用い、SNDM像で見ている界面準位のエネルギー

深さ（Eit）を 300 K、150 Kの場合について数値計算し、相互相関係数の上昇の考察を行った。 

[実験と結果] n型 SiC基板の C面を N2O雰囲気下 1300℃でドライ酸化することで 75 nmの熱酸化

膜が形成された試料（C面）、及び Si面を O2雰囲気下 1200℃でドライ酸化することで 45 nmの熱

酸化膜が形成された試料（Si 面）を評価対象として用いた。デバイスシミュレーションで用いた

モデルは実際の実験条件に合わせた酸化膜厚と探針径を設定した。SNDM（dC/dV の面内分布を

表す）と局所 DLTS（Ditの面内分布を表す）は同時に測定され、SNDM測定時の交流電圧は周波

数 30 kHz、振幅 1 V、直流電圧は−1.5 V（C面）及び−2.0 V（Si面）、局所 DLTS測定で印加する電

圧パルスは周波数 30 kHz、Duty比 1.5 %とし、蓄積状態を−5 V、空乏状態を 0 Vとした。150 Kで

計測された SNDM及び局所 DLTSによる C面試料の二次元像を Fig. 1に示す。また、300 Kと 150 

Kにおける相互相関係数の値及びシミュレーションによる SNDM、実験による局所 DLTSでのエ

ネルギー深さの計算結果をC面、Si面共にTable 1に示す。C面試料ではエネルギー深さの差（ΔEit）

が室温の 0.064 eVでは相関が 0に近いことに対し、低温の 0.033 eVでは−0.26と強くなった。Si

面試料も ΔEitが室温の 0.20 eVでは相関が 0に近く、低温の 0.09 eVでは−0.28と強くなった。エ

ネルギー深さの近い界面準位は似た面内分布をもつと予想されるが、C 面、Si 面とも低温にする

ことで ΔEitが小さくなると負の相関が強くなることはこれを反映していると考えられる。このこ

とはまた、SNDM像においても Ditによる影響を検出していることを示唆している。 
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 C-face Si-face 

Temperature (K) 300 150 300 150 

Cross-correlation −0.03 −0.26 0.01 −0.28 

Eit for local-DLTS (eV) 0.44 0.20 0.44 0.20 

Eit for SNDM (eV) 0.376 0.167 0.24 0.11 

ΔEit (eV) 0.064 0.033 0.20 0.09 Fig.1 (a) SNDM and (b) local-DLTS images 

of C-face obtained at 150 K. Yellow 

circles indicate the regions where the 

negative correlation between the images 

are confirmed. 

Table 1 Temperature dependences of cross-correlation 

coefficients, energy depths of local-DLTS and 

SNDM and the difference between the two depths. 
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